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※概要（Summary）： 
 半導体中の結晶欠陥はデバイス特性を劣化させるため, 
その密度を極限まで低減させることが求められている。そ

のためには半導体内部の結晶欠陥の種類(ミスフィット転

移 , アンチフェーズドメイン )とその分布や密度を

Transmission Electron Microscopy:TEM や

Scanning Transmission Electron Microscopy: 
STEM にて調べる必要がある。本課題では観察の試料を

Focused Ion Beam:FIB による薄膜加工で作成するプロ

セスを習得した。 
※実験（Experimental）： 

産総研ナノプロセシング施設の日立ハイテクノロジー社

製 FB-2100 により FIB 薄膜加工を行った。サンプルは

Fig.1 にあるようなトレンチ形状に加工された半導体の長

手方向に平行な断面が観察できるように薄膜化した。 

 
Fig. 1. Schematics of sample structure. 

 
 トレンチ構造の半導体がキャッピング層の下にあるた

め, Scanning Ion Microscopy:SIM 像では直接その位

置を確認できない. よって半導体が露出する所まで試掘

を行い, その位置確認とトレンチが伸びる方向の水平調

整を行った後にμサンプリング法によって取り出した. Fig. 
2(a)にその時の SIM 像を, Fig.2(b)に取り出した試料の

薄化後の SIM 像を示す. 
 

 

Fig. 2. SIM sample images (a) Top view during  
μ-sampling.  (b) Top view after thinning. 
 その後、弊社穂坂事業所にある日立ハイテクノロジー社

製の HD-2300 によって 200kV STEM 観察を行った。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

Fig.3.  STEM image of the sample. 
 Fig.3.にSTEM像を示す. 半導体は多結晶状に存在し, 
粒界や結晶内に様々な結晶欠陥が高い密度で存在する

のが確認された。 
※その他・特記事項（Others）： 
 今後はこの結晶欠陥を詳細に調べていく予定である。 
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